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さらにこの装置によるスパッタリング加工と再付着層のHCl エッチングの併用により， InP に対し量


























(3) 集束イオンビームによる VLSI の配線の加工を提案し，その基本的な特性を明らかにし，さらに
開発中のデバイスの不良解析等に適用しその有用性を確認している。
(4) さらにナノメータ領域の微細化を実現するために，非対称型 2 段レンズを用いたイオンビーム加工
ハ。
装置を開発し，偏向ノイズおび機械振動の低減により 40nm のビーム径を得ているO これを用い，ス
パッタリング加工と再付着層のエッチングの併用により InP に対 L幅 20nm の凸部列パターンの形状
が可能であることを実証し 10nm オーダの量子細線の極微細加工の可能性を示しているO
以上のように本論文は，サブミクロンからナノメータの領域の選択微細加工のために最適の集束イオ
ンビーム加工装置を開発し これによる電子デバイスの微細加工を提案するとともに，液体金属イオン
源の安定化，イオンビーム光学系の集束特性，スパッタリンク、、加工過程の解明等につき多くの新しい指
針を与えており，応用物理学，とくに荷電粒子ビーム工学の発展に貢献する所が大きし、。よって本論文
は博士論文として価値あるものとして認めるO
円。
